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　本書は，著者のウェブサイト「物性なんでも Q&A」に寄せら

れた多くの質問と，それに対する回答のうちから半導体に関する

ものを抜粋し，半導体教本として編纂したものです。質問をいた

だいた方々のうち，質問時のメールアドレスをたどって連絡がつ

いた方々には，質問を本書に掲載させていただくことにご許可を

いただきました。また、著者のウェブサイトでも質問者に呼びか

け，それを見た方々からもご許可をいただきました。ご快諾をい

ただきました質問者に厚くお礼申し上げます。

　半導体は現代の産業のコメとも呼ばれます。携帯電話，パソコ

ン，テレビ，DVD，デジタルカメラなどの電子機器はもちろんの

こと，自動車の制御，ICキャッシュカード，交通 ICカード，電

子マネー，光ファイバー通信のためのレーザー，白色 LED，信

号機，太陽電池のようなエネルギー分野まで，半導体なしでは 1

日も生活ができないのです。

　半導体デバイスの分野は進展が速く，常に積極的な開発が行わ

れています。このため，新規材料の探索，既存材料・製品の改良

といろいろな研究段階で基礎となる物性に立ち戻ることになりま

す。

　半導体の物性を理解するにはかなりの基礎知識が必要です。学

生時代に半導体の教育を受けた経験のある電気電子系の人でも実

際の問題解決に直面したとき，「授業で学んだことはあるが身に

ついていない」，「なんとなくわかっていたつもりだったけど…」

ということがよくあります。また，異分野の出身者も「教科書を
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読んでもわからない…」，「どこから取りかかってよいか…」と困っ

ている方も多いようです。

　「物性なんでも Q&A」は，このようなお困り研究者の駆け込み

寺です。それゆえ，ホームページに読者が集まり，それぞれの置

かれた立場でそのつど再勉強しているようです。

　本書では，ナマのホームページの雰囲気をできるだけ伝えるた

めに，質問に対する回答を受けての再質問，それに対する回答，

というやりとりも再録しました。

　ホームページでは，htmlで記述しているため数式がわかりに

くい，図が少ないなど，やや不親切な部分もありましたので，本

書では，数式の記述や適切な図の挿入などに手を加えました。ま

た，ホームページでは，質問者のレベルに合わせて専門用語の意

味をわかっているとしてお答えしている部分があり，分野の離れ

た読者には不親切ではないかと考え，follow upという項目を設

け解説しました。

　最後に，本書が半導体を再学習する方々の助けになることを

祈っています。
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